
















































【正解と解説】

●問題Ⅲ-1
正解は③
アンペールの周回積分の法則に関する問題である。閉曲線に鎖交する電流の総和は、その
閉曲線に沿った磁界の強さの線積分に等しいため、選択肢3の組み合わせが適切となる。

●問題Ⅲ-2
正解は⑤
ガウスの法則より、電荷が球面上のみに分布する場合、内部には電荷が存在しないため電
界は0となる。球外の電界は全電荷が中心にある点電荷と等価となり、選択肢5の式とな
る。

●問題Ⅲ-3
正解は①
各点電荷に働くクーロン力のつり合い条件を立てる。中央のBに働く力からqA=qCが導か
れ、端のAに働く力からqB=-qA/4が導かれるため、選択肢1の関係となる。

●問題Ⅲ-4
正解は①
位相差が0のときは直線偏波となり傾きはtan^-1(A2/A1)である。位相差が負の範囲では合
成電界の先端が時間とともに右回りに回転し、楕円偏波となる。

●問題Ⅲ-5
正解は②
端子電圧と電流の関係より回路方程式を立てる。V0=3(R0+20)およびV0=1(R0+80)の連立方
程式を解くことで、内部抵抗R0=10Ω、起電力V0=90Vが得られる。

●問題Ⅲ-6
正解は②
端子abを開放したときの開放電圧を節点方程式より求めると(E+RI)/(1+RG)となる。また
独立電源を停止して端子abから見た内部抵抗はR/(1+RG)となる。

●問題Ⅲ-7
正解は②
無限回路の自己相似性より、1段除いても合成抵抗はRinのままである。並列と直列の合成
式Rin=R+2Rin R/(Rin+2R)を解くことで、Rin=2Rが得られる。

●問題Ⅲ-8
正解は③
スイッチ投入直後はコイルが電流変化を妨げるため電流は0となり、電源電圧のすべてが
コイルに印加されてVL(0)=Eとなる。その後減少するため、③が最も不適切となる。

●問題Ⅲ-9
正解は⑤
スイッチ開放前のコンデンサ初期電荷CEを考慮して回路方程式をラプラス変換する。得ら
れたI(s)を部分分数展開して逆変換することで、選択肢5の放電電流の式が導出される。

●問題Ⅲ-10
正解は②
直列RLC回路では、誘導性リアクタンスと容量性リアクタンスが相殺する共振周波数にお
いて合成インピーダンスが最小値Rとなるため、電流は極大値V/Rをとる。

●問題Ⅲ-11
正解は③
並列共振回路の同調条件式f=1/(2π√(LC))より静電容量Cを逆算する。下限周波数535kHz
で約295pF、上限周波数1605kHzで約32.8pFとなる。



●問題Ⅲ-12
正解は④
受電端複素電力Sr=Vr Ir*を計算する。送電端と受電端の位相差δとリアクタンスXを用い
て実部と虚部を整理すると、有効電力Prおよび無効電力Qrは選択肢4の式となる。

●問題Ⅲ-13
正解は⑤
フェランチ現象や発電機の自己励磁現象は進み無効電流が原因で発生するため、対策には
進み電流を補償する分路リアクトルが用いられる。コンデンサ設置とする記述は不適切で
ある。

●問題Ⅲ-14
正解は⑤
誘導起電力は磁束より90度進むため二次電圧はcとなる。誘導性負荷により二次電流は電
圧より位相が遅れてfとなり、両者のなす位相角はhとなるため、選択肢5が適切となる。

●問題Ⅲ-15
正解は②
同期速度は1000min^-1であり、回転速度960min^-1のときのすべりは0.04となる。比例推
移の原理r2/s=一定より計算すると、挿入すべき抵抗は0.2Ωとなる。

●問題Ⅲ-16
正解は③
周波数50Hzにおける同期速度はNs=120f/pで求まる。極数8のときの同期速度は750min^-1
であり、1000min^-1とする選択肢3の組み合わせは不適切となる。

●問題Ⅲ-17
正解は②
降圧チョッパの出力平均電圧はE2=E1×T1/(T1+T2)で表される。E2=75Vとなる通流率は
0.75であるため、T1=7.5ms、T2=2.5msの組み合わせが適切となる。

●問題Ⅲ-18
正解は③
コンデンサ分圧器の分圧比はV2/V1=C1/(C1+C2)で表される。数値を代入して
100/4000=C1/(C1+100)を解くことで、C1は約2.56pFと求まる。

●問題Ⅲ-19
正解は②
一巡伝達関数2/sより閉ループ伝達関数を求めると2/(s+2)となる。これを標準形
1/(1+0.5s)に変形することで、時定数は0.5、ゲインは1と求まる。

●問題Ⅲ-20
正解は①
理想オペアンプでは電圧利得Kが無限大であるため入力端子間電圧は0となる。また入力抵
抗Riは無限大、出力抵抗Roは0であり、出力電圧はK(vi+ - vi-)となる。

●問題Ⅲ-21
正解は③
理想オペアンプの仮想接地により反転入力端子は接地電位0Vとなる。入力抵抗R1を流れる
電流がそのまま帰還抵抗R2を流れるため、出力電圧は-(R2/R1)viとなる。

●問題Ⅲ-22
正解は⑤
nMOS回路はA・BまたはA_bar・B_barの入力時に導通して出力を接地レベルとする。したが
って出力fはその否定論理となり、A・B_bar+A_bar・Bとなる。

●問題Ⅲ-23
正解は①



真理値表より出力FはBとCがともに1のときのみ0となる。回路構成と出力条件を比較し、
指定された入出力関係を満足するアの論理式を求めるとA+Cとなる。

●問題Ⅲ-24
正解は②
情報源エントロピーの定義式より計算するとH≒1.76となる。シャノンの情報源符号化定
理により、一意復号可能な二元符号の平均符号長をエントロピーより小さくすることはで
きない。

●問題Ⅲ-25
正解は③
プレフィックス長/27よりホスト部は5ビットであり、全アドレス数は32個となる。ネット
ワークアドレスとブロードキャストアドレスの2個を除くため、割当可能数は30個とな
る。

●問題Ⅲ-26
正解は⑤
各状態の遷移方程式および確率の総和が1となる条件を連立させて解く。計算により、定
常確率はPA=5/12、PB=1/4、PC=1/3として導出される。

●問題Ⅲ-27
正解は④
時間幅が有限な非周期信号のフーリエ変換は一般に無限の周波数帯域に広がるため、必ず
有限の周波数領域に収束して表現できるとする選択肢4の記述は不適切である。

●問題Ⅲ-28
正解は⑤
両側指数関数exp(-|t|)のフーリエ変換は2/(ω^2+1)となる。フーリエ変換の線形性よ
り、f1(t)+2f2(t)の変換は2/(ω^2+1)+2F2(ω)となる。

●問題Ⅲ-29
正解は②
オフセットQPSKは同相成分と直交成分を1シンボル長の半分ずらすことで急激な位相反転
を防ぎ、振幅変動を抑圧して電力増幅器の非線形歪みの影響を緩和する。

●問題Ⅲ-30
正解は③
OFDMはマルチキャリア伝送方式であり、シンボル間にガードインターバルを付加すること
で遅延波によるシンボル間干渉を排除し、マルチパス妨害の影響を大幅に軽減できる。

●問題Ⅲ-31
正解は①
直接波に加え、反射等により異なる経路長を経て複数の電波が到達する現象をマルチパス
と呼び、これらが互いに干渉し合って受信強度が激しく変動するフェージングが生じる。

●問題Ⅲ-32
正解は①
n型半導体の多数キャリアは電子、少数キャリアは正孔である。熱平衡状態において電子
濃度と正孔濃度の積は温度ごとに一定となり、これを質量作用の法則と呼ぶ。

●問題Ⅲ-33
正解は⑤
pMOSはn型基板上にp型ソース・ドレインを形成する。負のゲート電圧で正孔が誘起され、
負のドレイン・ソース間電圧により正孔がソースからドレインへ移動して電流が流れる。

●問題Ⅲ-34
正解は③
高圧受電設備に設置される避雷器の接地工事は、雷サージを高電圧から安全に大地へ放流



するためにA種接地工事を施すことが規定されており、B種とする記述は誤りとなる。

●問題Ⅲ-35
正解は①
電路の中性点接地は、保護継電器の確実な動作の確保、健全相の対地電圧上昇の抑制、お
よび地絡事故等に伴う異常電圧の抑制を目的として施されることが技術基準に規定されて
いる。


